














































































































专利名称(译) 场效应晶体管及其制造方法以及使用该场效应晶体管的液晶显示器及其制造方法

公开(公告)号 US20030025161A1 公开(公告)日 2003-02-06

申请号 US10/207765 申请日 2002-07-31

申请(专利权)人(译) NEC公司

[标]发明人 SERA KENJI

发明人 SERA, KENJI

IPC分类号 G02F1/1368 H01L21/268 H01L21/336 H01L29/417 H01L29/78 H01L29/786 H01L27/01 H01L27/12 
H01L31/0392

CPC分类号 H01L21/268 H01L29/41733 H01L29/4908 H01L2029/7863 H01L29/78621 H01L29/78627 H01L29
/78666 H01L29/66757

优先权 2001233256 2001-08-01 JP

其他公开文献 US6784456

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

通过单对单杂质注入工艺和单激光退火工艺获得栅极 - 重叠 - 漏极结构，
其中改进的栅极 - 重叠 - 漏极结构包括轻微激活的高杂质浓度区域，其显
示出与轻微基本相同的功能。掺杂漏极区域，其中轻微激活的高杂质浓
度区域与用作源极和漏极区域的高杂质浓度区域界定。边界与栅电极的
边缘自对准。栅电极的侧区与轻微激活的高杂质浓度区重叠。
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